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Фізика напівпровідників має велике значення в сучасному світі. Вони 
мають широку область застосування тому вони є перспективними у 
використанні.  Ця тема актуальна  протягом двох століть та продовжує 
вивчатися на даний момент. Зараз вирішуються проблеми фізики 
напівпровідників, такі як: гетероструктури у напівпровідниках, квантові 
ями і точки, зарядові та спінові хвилі, мезоскопія, квантові явища в 
напівпровідникових системах, нанотрубки. 
Зростаючий інтерес до напівпровідникових сполук групи AIIBVI 
пояснюється унікальними фізичними властивостями, що дозволяє 
використовувати їх у різних приладах оптики, акустики, електроніки, 
оптоелектроніки, ядерної фізики та ін. Особливу увагу дослідників 
привертають плівкам оксиду цинку. 
Дана мета сприяла виконанню наступних завдань: 
 проведено аналіз наявної літератури з даної тематики; 
 було досліджено властивості оксиду цинку як напівпровідника; 
 було встановлено основні напрямки використання плівок оксиду 
цинку та їх технології отримання; 
 було визначено найбільш актуальний метод створення плівок 
оксиду цинку; 
 було виконано власний експеримент, який демонструє наочний 
приклад  отримання плівок оксиду цинку. 
У подальшому маємо за мету більш детально вивчати властивості 
сполук групи AIIBVI та їх використання у різних сферах людської 
діяльності. Сподіваємося, що даний матеріал буде корисним для всіх тих, 
хто детально цікавиться фізикою й прагне розширити свої знання з даної 
дисципліни. 
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